
!LER! L!NEER TÜMDEVRE TASARIMI 

Ödev 2 (28.3.200")

!ekildeki devre yapısı kullanılarak yüksek performanslı bir i"lemsel kuvvetlendirici 

gerçekle"tirilecektir. I"lemsel kuvvetlendiricinin açık çevrim kazancı KVO ≥ #04
 olacak ve CL

≤ 20pF’lık kapasitif yükle çalı"ılacaktır. (VDD = VSS ≤ #2V).

a- Devredeki tranzistorların boyutlarını ve kutuplama akımlarını belirleyiniz. 

SPICE simülasyon programı yardımıyla i"lemsel kuvvetlendiricinin

b- dc gerilim geçi" karakteristi$ini çıkartınız;

c- giri" dengesizlik gerilimini belirleyiniz. 

d-Kuvvetlendiriciyi çıkı" gerilimi 0V olacak biçimde kutuplayarak SPICE programı

yardımıyla yüksüz  durumdaki (CL = 0) açık çevrim frekans e$risini çıkartınız. 

Elde eti$iniz sonuçlardan yararlanarak 

e- CL yük kapasitesine çe"itli de$erler vererek devrenin kararlılı$ını ve çıkı" i"aretinin 

yükselme e$imini inceleyiniz. 

f- Elde etti$iniz sonuçları yorumlayınız. 

NOT: Yapılan hesapları, elde edilen sonuçları, bunların yorumunu kapsamlı biçimde 
içeren bir rapor hazırlanacaktır.

Yararlanılabilecek NMOS ve PMOS model parametreleri: 

.MODEL nb NMOS LEVEL=2 LD=0.4#4747U TOX=505.0E-#0 NSUB=#.35634E#6

+VTO=0.864893 KP=44.9E-6 GAMMA=0.98# PHI=0.6 UO=656 UEXP=0.2##0#2

+UCRIT=#07603 DELTA=3.53#72 VMAX=#00000 XJ=0.4U LAMBDA=0.0#0735#

+NFS=#E## NEFF=#.00# NSS=#E#2 TPG=# RSH=9.925 CGDO=2.83588E-#0

+CGSO=2.83588E-#0 CGBO=7.968E-#0 CJ=0.0003924 MJ=0.456300 

+CJSW=5.284E-#0 MJSW=0.3#99 PB=0.7 XQC=#

.MODEL pb PMOS LEVEL=2 LD=0.580687U TOX=432.0E-#0 NSUB=#E#6

+VTO=-0.944048 KP=#8.5E-6 GAMMA=0.435 PHI=0.6 UO=27# UEXP=0.2423#5

+UCRIT=2058#.4 DELTA=4.32096E-5 VMAX=33274.4 XJ=0.4U 

+LAMBDA=0.0620##8 NFS=#E## NEFF=#.00# NSS=#E#2 TPG=-# RSH=#0.25

+CGDO=4.83##7E-#0 CGSO=4.83##7E-#0 CGBO=#.293E-9 CJ=0.000#307

+MJ=0.4247 CJSW=4.6#3E-#0 MJSW=0.2#85 PB=0.75 XQC=#
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Yüksek performanslı i"lemsel kuvvetlendirici. 


